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Wymagania wstepne

Wiedza z fizyki dodwiadczalnej i wiedza specjalistyczna z zakresu fizyki ciata statego. Zrozumienie
zagadnien zwigzanych z mechanikg kwantowg oraz statystykg kwantowg. Umiejetno$¢ pozyskiwania
informaciji ze wskazanych zrédet. Zrozumienie koniecznosci poszerzania swoich kompetencji w zakresie
wiedzy o podstawowych wiasciwosciach metali i potprzewodnikow.

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy w zakresie teorii oraz eksperymentalnych metod
badania metali i pétprzewodnikéw, z naciskiem na zrozumienie zjawisk zwigzanych z przewodnictwem,
wiasciwosciami optycznymi i magnetycznymi materiatéw. w ujeciu klasycznym i kwantowym. 2. Zapoznanie
studentéw z metodami obliczeniowymi w zakresie ww. tematyki (¢wiczenia) szacowanie
charakterystycznych parametréw metali i pétprzewodnikéw w makroskali i w skali uktadéw o zredukowanej
rozmiarowosci. 3. Rozwijanie u studentow umiejetnosci analizy wynikow i publicznej prezentacji wynikow i
ich dyskusiji na forum.

Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza:



Student:

1. posiada uporzgdkowang wiedze na temat wiasciwosci fizycznych metali i potprzewodnikéw w opisie
fizyki klasycznej i fizyki kwantowe;.

2. zna stan wiedzy w zakresie wiasciwosci metalicznych i pétprzewodnikowych uktadow o zredukowanej
rozmiarowosci.

3. posiada szeroka wiedze o aplikacjach metali i potprzewodnikéw oraz odpowiednich nanostruktur

w nowoczesnych technologiach, w szczegdlnosci w nanoelektronice i optoelektronice

Umiejetnosci:

1. potrafi na podstawie literatury samodzielnie dokonac¢ analizy stanu wiedzy w tematyce badan
dotyczacych wybranych wtasciwosci metali i pétprzewodnikow

2. potrafi samodzielnie oszacowag, jakie uktady materiatdw metalicznych i/lub potprzewodnikowych
mozna wykorzystac do aplikacji w konstrukcji urzgdzen elektronowych, sensoréw réznych wielkosci
fizycznych

3. przedstawi¢ prezentacje ustng z dobrze udokumentowanymi i zinterpretowanymi wynikami
pomiaréw zwigzanych z badaniami metali i potprzewodnikéw

4. przedstawic prezentacje ustng dotyczgcg konkretnych zastosowan technologicznych
potprzewodnikéw

Kompetencje spoteczne:

1. potrafi samodzielnie poszerza¢ swoja wiedze nt. metali i potprzewodnikéw oraz ich aplikacji
w innowacyjnych technologiach i gateziach przemystu

2. potrafi samodzielnie i w zespole pracowaé nad postawionym zadaniem, wykazuje w tej pracy
odpowiedzialnosc¢

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

W zakresie stosowanych metod weryfikacji osiegnietych efektdw uczenia sie stosuje sie nastepujgce
progi ocen: 50,1-60% dst; 60,1-70% dst+; 70,1-80% db; 80,1-90% db+; od 90,1% bdb.
Ocena wynika z indywidualnej pracy pisemnej oraz/lub odpowiedzi ustnej.

Tre$ci programowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z teorig oraz eksperymentalnymi metodami badania
metali i potprzewodnikow, z naciskiem na zrozumienie zjawisk zwigzanych z przewodnictwem
elektrycznym, wiasciwosciami optycznymi i magnetycznymi tych materiatow. Studenci zrozumiejg
mechanizmy przewodnictwa elektrycznego, w oparciu o teorie klasyczng jak i kwantowg (teoria
pasmowa, nadprzewodnictwo itp.). Studenci nabedg wiedze przydatng w dziedzinach elektroniki,
fotoniki i inzynierii materiatowe;j.

Tematyka zaje¢

1. Podstawowe wtasciwosci metali i potprzewodnikow: struktura elektronowa, oddziatywania atomowe,
cechy charakterystyczne metali i potprzewodnikow.

2. Przewodnictwo elektryczne w metalach: klasyczna teoria Drudego i jej ograniczenia, teoria
Sommerfelda, rozktad Fermiego - Diraca i jego konsekwencje.

3. Teoria pasmowa: opis stanéw elektronowych w ciele statym, struktura pasmowa, obsadzenie stanéw
elektronowych, model Kréniga-Penneya.

4. Potprzewodniki samoistne i domieszkowane: nosniki tadunku elektrycznego, wptyw temperatury na
przewodnictwo, przeglad materiatow potprzewodnikowych, metody otrzymywania materiatéw
potprzewodnikowych.

5. Ztacza w poétprzewodnikach: ztgcze pn, ztgcze Schottky'ego, inne heterozigcza.

6. Zastosowania technologiczne potprzewodnikow: diody, tranzystory, ogniwa stoneczne itd.

7. Metody eksperymentalne w badaniu metali i potprzewodnikow.

8. Wprowadzenie do nadprzewodnictwa w metalach.

9. Efekty kwantowe w urzadzeniach potprzewodnikowych.

Metody dydaktyczne
1. Wyktad: prezentacja multimedialna, rozwigzywanie przyktadowych zadan na tablicy,



2. Cwiczenia: rozwigzywanie zadan, dyskusja.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 100 4,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 47 2,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 53 2,00
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




